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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成23年10月6日(2011.10.6)

【公開番号】特開2010-176839(P2010-176839A)
【公開日】平成22年8月12日(2010.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2010-032
【出願番号】特願2010-76273(P2010-76273)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｃ  11/407    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｃ  11/34    ３６２Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月24日(2011.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　さらに、低速クロックを有するＦＩＧ．２ＡとＦＩＧ．２Ｂに例示したように、データ
が必要になるまでウェーブパイプラインの出力データを記憶する必要がある。
【特許文献１】米国特許第５，６５５，１０５号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８３５，４４３号明細書
【特許文献３】米国特許第６，０１４，３３９号明細書
【特許文献４】米国特許第６，５３９，４５４号明細書
【特許文献５】米国特許第５，２９４，８４２号明細書
【特許文献６】米国特許第６，０７８，５４６号明細書
【特許文献７】米国特許第４，６５８，３５４号明細書
【特許文献８】米国特許第５，２７２，３９０号明細書
【特許文献９】米国特許第５，４０２，３８８号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，５４４，１２４号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，５５０，７８４号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，５７９，２６７号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，７０３，８１５号明細書
【特許文献１４】米国特許第５，７１３，００５号明細書
【特許文献１５】米国特許第５，７８４，７０５号明細書
【特許文献１６】米国特許第５，６６６，４８０号明細書
【特許文献１７】米国特許第ＲＥ３５，９３４号明細書
【特許文献１８】米国特許第７，５０９，４６９Ｂ２号明細書
【特許文献１９】米国特許第５，７８１，４９９号明細書
【特許文献２０】米国特許第５，８２２，２５５号明細書
【特許文献２１】米国特許第５，９７８，８８４号明細書
【特許文献２２】米国特許第５，９９９，２５８号明細書
【特許文献２３】米国特許第５，７９６，６７３号明細書
【特許文献２４】欧州特許第０７０４８４８Ａ２号明細書
【特許文献２５】特開平２－００３１７７
【特許文献２６】特開平８－０９６５７３
【特許文献２７】特開平９－０９１９５５
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【特許文献２８】特開平９－１３９０７６
【特許文献２９】特開平１０－０５５６６８
【特許文献３０】特開平１０－１８８５５６
【特許文献３１】特開平１１－１７６１５８
【特許文献３２】米国特許第５，８１２，４８９号明細書
【特許文献３３】特開平９－２６５７７７号明細書
【特許文献３４】米国特許第５，６３１，８７１号明細書
【特許文献３５】米国特許第５，７０３，８３０号明細書
【特許文献３６】米国特許第５，４１２，６１５号明細書
【特許文献３７】特開平７－３２６１９０
【特許文献３８】米国特許出願第２０１０－０２３２２３７号明細書
【特許文献３９】米国特許第６，４８３，７７０号明細書
【特許文献４０】米国特許第５，６３１，８６６号明細書
【特許文献４１】特許第６２０３５５３号
【非特許文献１】Ｍｅｈｒｄａｄ　Ｈｅｓｈａｍｉ，ｅｔ　ａｌ．，“Ａ　２５０－ＭＨ
ｚ　Ｓｋｅｗｅｄ－Ｃｌｏｃｋ　Ｐｉｐｅｌｉｎｅｄ　Ｄａｔａ　Ｂｕｆｆｅｒ，”ＩＥ
ＥＥ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ，３１（３）
：３７６－３８３（Ｍａｒｃｈ　１９９８）．
【非特許文献２】Ｂｏｅｍｏ，Ｅ．Ｉ．，ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｈｅ　Ｗａｖｅ　Ｐｉｐｅ
ｌｉｎｅ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｎ　ＬＵＴ－Ｂａｓｅｄ　ＦＰＧＡ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ
ｒｅｓ，”Ｅ．Ｔ．Ｓ．Ｉ．Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ，２８７４０Ｃｉｕｄ
ａｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｒｉａ，Ｍａｄｒｉｄ，　Ｓｐａｉｎ（ｄａｔｅ　ｏｆ　ｐ
ｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌｅ）（６ｐｐ）．
【非特許文献３】ＪＤＥＣ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ，　“ＪＤＥＣ　Ｓｔａｎｄａｒｄ：　ＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ，”　ＪＥＳＤ７９－２Ｅ（Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　ＪＥＳＤ７９
－２Ｄ），　Ａｐｒｉｌ　２００８．
【非特許文献４】Ｔａｋａｉ，　Ｙ．，　ｅｔ　ａｌ．，　“２５０Ｍｂｙｔｅ／ｓ　Ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　３－Ｓｔａｇｅ　Ｐｉｐｅｌｉｎｅ
ｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，”　ＩＥＥＥ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓ
ｔａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ，　２９（４）：　４２６－４３１　（Ａｐｒｉｌ　１９９
４）．
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